













EVALUATION OF HYDROGEN RADICAL DENSITY GENERATED BY PLASMA AND HOT FILAMENT 








In order to enhance the decomposition of chlorosilane used commonly in Siemens process by which silicon is 
industrially produced, hydrogen radicals have been applied instead of hydrogen gas. Hydrogen radicals were 
generated by inductively coupled plasma (ICP) and hot filament methods. The density was evaluated from the 
transparency of WO3 glass at 600 nm after exposing hydrogen radicals. The density of hydrogen radicals were 
6.6×1012 cm-3 at ~3 kPa. and 4×1012 cm-3 at atmospheric pressure in ICP and hot filament methods, 
respectively. The effect of hydrogen radicals on the decomposition of chlorosilane was investigated using 
quadruple mass spectroscopy.  





































とN2ガス 0.1～7.5 slmを流し、40 MHzの高周波(RF)パワー
150 Wを印加してプラズマを発生し、水素ラジカルを生成






 直径 3 mmの穴のある長さ約 30 cmの箱型チャンバー内
に、タングステンフィラメント(φ=0.5 mm)を 4 本直列に
つなぎ、約 1000～1400℃まで抵抗加熱した。水素ガスを
4.2 slm供給し、ポンプのコンダクタンスを調整することで
















































流量 3 SLM 以下では水素ラジカル濃度は窒素流量ととも
に増加しているが、窒素流量 3 SLM 以上では水素ラジカ
ル濃度が飽和する傾向にある。反応炉内に導入しても圧力










す。水素ガス流量を 4.2 SLM に固定し、排気コンダクタン
スを変化させることで水素ラジカル反応炉内の圧力を変
















ジカルを外部に供給した時の濃度を WO3ガラスの 600 nm
での透過率の変化から算出した。プラズマにおいて水素ガ
スに窒素を混合することにより、水素ラジカル濃度が増加
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